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   Ｈ０１Ｌ  29/49     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月24日(2012.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴまたはｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴの一方である第１ＭＩＳＦ
ＥＴを半導体基板の第１領域に有し、ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴまたはｐチャネル型ＭＩ
ＳＦＥＴの他方である第２ＭＩＳＦＥＴを前記半導体基板の第２領域に有する半導体装置
の製造方法であって、
　（ａ）前記第１および第２ＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜用で、かつＨｆを含有する第１
絶縁膜を、前記半導体基板の前記第１領域および前記第２領域に形成する工程、
　（ｂ）前記第１領域および前記第２領域に形成された前記第１絶縁膜上に、第１窒化金
属膜を形成する工程、
　（ｃ）前記第１領域の前記第１窒化金属膜を除去し、前記第２領域の前記第１窒化金属
膜を残す工程、
　（ｄ）前記（ｃ）工程後、前記第１ＭＩＳＦＥＴのしきい値を低下させるために前記第
１ＭＩＳＦＥＴのゲート絶縁膜に導入すべき第１金属元素を含有する第１金属元素含有層
を、前記第１領域の前記第１絶縁膜上および前記第２領域の前記第１窒化金属膜上に形成
する工程、
　（ｅ）熱処理を行って、前記第１領域の前記第１絶縁膜を前記第１金属元素含有層と反
応させる工程、
　（ｆ）前記（ｅ）工程後、前記（ｅ）工程にて反応しなかった前記第１金属元素含有層
を除去する工程、
　（ｇ）前記（ｆ）工程後、前記第１窒化金属膜を除去する工程、
　（ｈ）前記（ｇ）工程後、前記第１領域および前記第２領域の前記第１絶縁膜上に、金
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属膜を形成する工程、
　（ｉ）前記金属膜をパターニングして、前記第１領域に前記第１ＭＩＳＦＥＴ用の第１
ゲート電極を、前記第２領域に前記第２ＭＩＳＦＥＴ用の第２ゲート電極を形成する工程
、
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
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